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はじめに 

チタン酸ジルコン酸鉛(以下PZT)に代表されるぺ

ロヴスカイト型Pb系強誘電体薄膜は優れた圧電性、

焦電性、強誘電性から、アクチュエータ、メモリな

どに用いられる。構造のミスマッチからSi基板上に

PZT薄膜を成長させるのは困難であり、一般的には

白金を下部電極とすることが多い。しかし、白金は

希少金属でありコスト面で問題を残す。チタン酸ス

トロンチウム(以下STO)は、ぺロヴスカイト構造を

有する常誘電材料である。本実験ではSi基板上に

STO薄膜をバッファ層として成膜し、続いてPZT薄

膜を作製することで、低コストでのPZT薄膜の成膜

を試みた。薄膜の作製手法としては、気相法、液相

法に分類されるが、液相法の利点としては、大面積

への成膜が可能であること、多成分系酸化物薄膜の

組成制御が容易であるということが挙げられる。液

相法の一種であるMOD法(有機金属塗布熱分解法)は、

真空装置を用いないため、低コストで成膜が可能で

ある。しかし、表面がポーラスになるなど、膜質に

問題点を残す。本研究では、MOD法を用いて低コス

トで強誘電体薄膜を作製し、その特性の評価を行う。 

実験方法 

 UV照射を行った Si(100)基板上に STO前駆体溶液

を滴下し、基板を高速で回転させるスピンコート法

を用いて溶液を基板上に均一に広げた。その後、電

気炉を用いて仮焼成 (300 ℃ , 10 分間 )、本焼成

(800 ℃, 5 分間)を行った。焼成は加熱速度を 10 ℃

/min で行った試料と、800 ℃/min で行った試料を作

製し比較を行った。加熱速度 800 ℃/minで行った試

料を STO-rapidとする。また、得られた Si基板上 STO

薄膜をさらに UV 照射した後、PZT 前駆体溶液

(Pb/Zr/Ti のモル比 110/52/48、濃度 20 ％wt)を滴下

し、スピンコート法を用いて溶液を基板上に均一に

広げた。その後、仮焼成(300 ℃, 10 分間)、本焼成

(650 ℃, 5分間)行い、STO薄膜上に PZT 薄膜を作製

した。本焼成は PZT の鉛欠損を防ぐため、急加熱、

急冷却で行った。 

実験結果 

XRD(X - Ray Diffraction)による結晶性の評価を

Fig. 1 に示す。Fig. 1 (a)に STO 薄膜、STO薄膜をバ

ッファ層とした PZT 薄膜の XRD パターンを示す。

Fig. 1(b) には STO-rapid 薄膜と STO-rapid 薄膜をバ

ッファ層とした PZT 薄膜の XRD パターンを示す。

得られた STO薄膜はいずれも多結晶であり、配向性

が見られなかった。回折ピーク高さから、STO 薄膜

の焼成を急加熱することで、結晶性が向上すること

がわかった。STO薄膜をバッファ層とした PZT 薄膜

は STO (110)面(回折ピーク 32.8 °)結晶につられ

PZT(110)面(回折ピーク 31.1°)に優先配向した多結

晶となった。Fig. 1(a)、(b)から PZT/STO-rapid 薄

膜は PZT/STO 薄膜より結晶性の向上が見られた。 

Fig. 1 XRD pattern of (a)STO and PZT/STO thin 

films, (b)STO-rapid and PZT/STO-rapid thin films. 
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